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サブバ ン ドの計算 (100)面』
東大理 大 川 房 義
siの価電子帯は,スピン縮重は数えないでr点で二重に縮重 したT言と,それから
44meV離れた弓からなる｡表面ポテンシァルの表面量子化状態にたいする摂動エネ













e ec ch彩 e2pF/7CKs∝√軒 ,(Ns∝ PF2)
であり,絶対値は約 10meV程度で, ホールの増加 と共に 1/2乗の巾で増加する｡ こ




ー差の, Si-SiO 2界面の鏡像力を考慮 したHatree近似による計算値が示 され,更に
-I)16-
『n型 Si上のP型表面反転層のサブバンドの計算 (100)面 』
∑ (q,i也)) =
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